Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do montażu nanostruktur typu die bonder.

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych.
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Urządzenie przeznaczone jest do kontrolowanego i powtarzalnego wykonywania montażu przyrządów optoelektronicznych, np. pojedyncze lasery półprzewodnikowe na bazie związków AIII – BV, linijki laserowe na bazie związków AIII – BV, detektory na bazie związków AIII – BV. Kontrola dokładności położenia ±0,5μm lub lepsza.
	potwierdzić

	7. 
	Rodzaje procesów
	Wykonywanie montażu metodą lutowania (In, AuSn).

Wykonywanie montażu metodą ultradźwiękową (Au-Au bond).

Wykonywanie montażu metodą termokompresji.  

Montowanie struktur półprzewodnikowych na pozłacanych elementach miedzianych.

Montowanie struktur półprzewodnikowych na strukturach półprzewodnikowych.

Montowanie struktur półprzewodnikowych na przekładkach diamentowych.

Montowanie przekładek diamentowych na pozłacanych elementach miedzianych.
	potwierdzić

	8.
	Cechy urządzenia/ Wyposażenie 
	Automatyczna kontrola temperatury i ręczna regulacja siły nacisku podczas montażu w trybie lutowanie, termokompresja. 
	potwierdzić

	
	
	Automatyczna  kontrola: temperatury, mocy i czasu ultradźwięków podczas montażu w trybie Au-Au Bond (przy ustalonej sile nacisku).
	potwierdzić

	
	
	Możliwość wykonywania procesów w atmosferze gazu obojętnego.
	potwierdzić

	
	
	Możliwość wykonywania procesów w atmosferze redukującej tlenki.
	potwierdzić

	
	
	Stolik na poduszce powietrznej z regulacjami x,y, theta, z możliwością blokowania położenia włącznikiem nożnym i systemem śrub mikrometrycznych do precyzyjnego dopasowania położenia, pozwalający na szybkie mocowanie podłoża o wymiarach od co najmniej 5mmx5mm do  co najmniej 100mmx100mm.
	potwierdzić

	
	
	Wizyjny system pozycjonowania (kamera CCD z podłączeniem do karty Frame grabber)  zapewniający dokładność pozycjonowania 1 μm lub lepszą. 

Średnica pola obserwacji przy minimalnym powiększeniu co najmniej 4 mm.

Średnica pola obserwacji przy maksymalnym powiększeniu nie większa niż 500 nm krawędź.

Laserowy celownik optyczny ułatwiający pozycjonowanie.
	potwierdzić, podać

	
	
	Boczna kamera inspekcyjna.
	potwierdzić

	
	
	Możliwość pobierania struktur do montażu z pojemnika umieszczonego w zasięgu głowicy.
	potwierdzić

	
	
	Możliwość bezpośredniego grzania montowanej struktury z kontrolą temperatury.
	potwierdzić

	
	
	Bezstykowy system dopasowania położenia montowanej struktury do podłoża.
	potwierdzić

	
	
	Ręczny układ regulacji siły docisku montowanej struktury w obejmującej zakres od 0,1N do 20N ze skokiem co najwyżej 0,1N.
	potwierdzić

	
	
	Kontrola temperatury do 4000C powierzchni rozgrzewanego substratu (dodatkowa termopara).
	potwierdzić

	
	
	Sterowanie komputerowe z dedykowanym oprogramowaniem w języku polskim lub angielskim opartym na systemie Windows XP Pro, dające możliwość automatycznego wykonania procesu po wykonaniu pozycjonowania (z zadanymi profilami temperatury oraz aplikacją ultradźwięków). 
	potwierdzić

	9.
	Moduł do przenoszenia struktur stosowany podczas wykonywania montażu w trybie lutowanie, termokompresja
	Układ kontroli temperatury obejmującej zakres 150oC–400oC i szybkością zmian temperatury obejmującej zakres od 1oC/s do 5oC/s. Automatyczne chłodzenie za pomocą strumienia azotu. 
	potwierdzić

	
	
	Wymienne głowice (końcówki)  do przenoszenia struktur o wymiarach: 300μmx700μm, 500μmx500μm, 500μmx1000μm, 500μmx1500μm, 500μmx2000μm, 500μmx2500μm
	potwierdzić, podać

	
	
	Kontrola podciśnienia w głowicy i zabezpieczenie przed gubieniem elementu.
	potwierdzić

	10.
	Moduł do przenoszenia struktur stosowany podczas wykonywania montażu w trybie ultradźwięki
	Generator ultradźwięków o mocy minimalnej 20W z kontrolą mocy i automatycznym strojeniem.

Kontrola czasu.

Możliwość przenoszenia struktur o wymiarach j.w. (pkt 9).


	potwierdzić

	11.
	Podgrzewany stolik dla podłoży z próżniowym mocowaniem
	Dla substratów o wymiarach od 5mmx5mm lub mniejszych do co najmniej 50 mmx50 mm, z kontrolą temperatury. Maksymalna temperatura 400 oC, z kontrolą szybkości zmiany temperatury obejmującej zakres  od 1 oC/s do 20 oC/s, chłodzenie azotem.


	potwierdzić



	
	
	Łatwe i szybkie mocowanie podłoży o różnych kształtach i wysokościach.
	potwierdzić

	
	
	Możliwość wykonania montażu w atmosferze gazu obojętnego oraz gazu redukującego tlenki dla struktur o różnych wysokościach. 
	potwierdzić

	12.
	Dwuetapowy test akceptacyjny:

a) Wstępny test akceptacyjny w siedzibie dostawcy

b)Końcowy test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego 
	Wykonanie montażu struktur półprzewodnikowych (lasery półprzewodnikowe):

a) Na pozłoconym elemencie miedzianym lutowanie na AuSn i na In.

b) Na przekładce diamentowej lutowanie na AuSn.

c) Na strukturze półprzewodnikowej lutowanie na AuSn.

d) Au-Au bonding struktur półprzewodnikowych.

Wykonywanie montażu dla co najmniej 4 struktur w każdym z wymienionych wyżej przypadków.
	potwierdzić

	13.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 8 tygodni
	Zapewnione
	potwierdzić, podać

	14.
	Szkolenie trzech osób w siedzibie Zamawiającego 
	Zapewnione
	potwierdzić

	15.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	Zapewnione
	potwierdzić, podać

	16.
	Dostępność części zamiennych - 10 lat od daty instalacji
	Zapewnione
	potwierdzić

	17.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty instalacji
	Zapewnione
	potwierdzić

	 18.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty instalacji
	Zapewnione
	potwierdzić

	19.
	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy
	Zapewnione
	podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
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